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Билет Л} 1

1. Мелкие уровLlи в гомеополярньж кристаJIJIах (волородоподобные приi\Iесные центры).
Условия ttримеriимости водородоподсlбной модели.
2. Модель Друде-Лореяца ее приIчIенение для а{7исания оптических свойств
шолупроводников.
3 Энергия 2 уровня разfoIерtlого квантования в квантовой яме в арсениде галлия
(m*:0,07nr0) составляет 20 rчrэВ. Какова шир}Iна ямы?

Билет J\b 2
1 Концентраци}I элеi(тронов и дырок в tIолупроводнр{ках.
2, Механизмы погJlощения света в полупроводниках.
3. Оценить численно ферrчrиевский импульс 2D электронов с концентрацией Ns:1012cM-2.

Билет Л} 3
l. Реrtомбишация через при}tеси и дефекты в полуrтроводниках. Времена )кизFIи в случае

рекомбинации через приN{есный уровень.
2. Экситокы Френкеля и Ванье-Мlотта. Спектр эriергий экситона Ванье-Мотта,
3. Расс.lитать значения эЕIергии, нарисовать схему расщеплен}Iя энергст[Iческих уровней,
указать разрешенные переходы (с учетоIч, правил отбора) для случая сверхтонкого
взаирtодействия электрона с двумя эквиваIе}Iтными fiротOнаIчIи. Изобразить спеrс,гр ЭГIР
для данного случая.

Билет Л} 4
1 .ГIроволиlчtость неупорядоченных полуIIроводЕиков.
Z. Особенности ван Ховa Понятие о А,Iодуляциоtlлtой спектроскопии. Электро- и

фотоотраiкение.
З. Критический радиус пsреноса энергии fiо диполь-диполыiому механизь.tу Ферстера
R0:5 нrv. Определите критическую концентрацию молекул акцсптора энергии. Чему раtsна
KoI.IcTaHTa скорости переноса энергии ria расстояние R=2,5 нм для этOго слr{ая.

Билет Л! 5
l. Модель эффектl,rвной среды и эффеrстивная диэJIеIсрическая проЕицаеIt{ость

гетеросис,геI\,Iы. Соотношения Максвелла Гарнетта и Бруггемана.
2. Спектральная сенсибилизация разли.Iных фотоэффектов в полуtrроводниках и

диэJIектриках. Два альтернагивкьtх Iч{еханизма сенсиби:тизации: перенос э}tергии и
перенос эJIектрона.
З , Отдените время релаксац!Iи объемного заряда в кремниI,I с удельной проволимOстьlо
сопротивлег{рIем 0,0 1 Ом,см.

Брrлет Л'g 6
1. Фотонные кристапльl и их спеIсры отражения
2, БезызлуI{ательные процессы переuоса энергии электроfiного возбуждсния. Механрlзм
Ферстера.
3. I[айдите соотношение интенсрIвностей стоксовой и антистоксовой линиЙ при
корrбиtrационнOм рассеянии в кремllиLt l]ри комнатной температуре. Величина сдвига
кошtбинациоппого рассеяfiия света для креNlнt{я составляет 520 сп,r-t.



Бlллет Л} 7
1. Квантовый размерrrый эффеrст

2.Солитонный мехаlrизм передачи эшерги и и заряда. Электросолитоны и rrротосолитоны.
3. Вывести вырд1ItеЕия для времени эксLlтонной фотолюминесценции при известньlх
температуре, временах реJIаксации трLIппетного и сl{нглетного сос,гоянрtй и величине

энергии синглет-триплетного расщеfi ления.

Билет ЛЬ 8
1, Экситоны в нанонитях и KBaHToBbD( точках
2. Пленки Лэнгмюра-Б.шодхсетт (ЛБ), Методика синтеза пленок ЛБ и их нанесения t{a

IIоверхность твердого тела.
3.оцените энергию фотона, возникающего при рекомбинации носителей заряда в

квантовой точке cdTe диаметроlчI 4 нм. Эффективные массы электрона pI дырки в cdTe
составляют 0,096 и 0,6З IчIассы электрона, ширина запреuIенноit зоltы CdTe 1,49 ЭВ.

БIrлет J\t 9
1, Крtнети.rеские уравн9ния лазернолi генерацI,Iи.

2. МолеrtУлярно*_rтгIевая эпитаксия. Прочессы ша IIoBepxHocTpI во время роста.
3. Найдрrте длинУ когерент}Iости для процесса генерацрIи второй гарil,lоники в GaP
излrlеЕiнеlчI С ДЛИНOй волtlы 1,5 пtкм. Показатели преломления надJIиIIах волн 1,5 иа,75
мкм составляют э,а577 иЗ,2|36

Бнлет.]\lЪ t0
1. Реяtипl сLrнхронизации мод и сверхкороткие лазерЕые импульсы
2. Г[;lотность электронньж состояний в двуlчIерноN{ случае.

3.Как изtчtенится , концентрация электронов в собственнорt полуtIровОднике прИ

уluеньшении температуры о,г 300 К до 100 К? Считать, что ширина запрещеriной зоны

равна 1,1 эв. Зависимtостью LtIирины запрещенногt зоны от температуры пренебречь.

Биlrет лt 11

1. Волновое уравнение с нелинейныiu источникоNt
2. I_1елочисленrrый квантовьiй эффект Холла.
3. Изобразите схеIч{атично спеItтр гIропускания в средней инфракрасной об.irао,Ill спектра
(400 _ 5000 cM_l) пленклr собственного (нелегироваtlного) германия толlциноЙ 20 мкм.

поверхность пленки чистая (без поверкностных примесей), имеет оптическую степень

полироIJl(ш. HopMalbпoe rrадецие излучения. Г{рокоплментируйте ltзобраlкеllпыйt спектр.

Билет ЛЬ 12
1. Фазовое соt]iасоваIlие в процессах генерации гармоник
2. оптические свойства квантовых тOчек.

3. Вывеоти вьIражение для вероятности перенOса электроI{ов для случал прохо)кдения

барьеров 11ри кваIIтоI]оNIехапическом резонансном туннелрIровании.



Бшrет }ljt 13
1 g-фактор и его свойства.
2. Особенrlости решеточIIог0 поглощения в гIолупроводниковьж кристаJrлах грУппы А3В5
и в кремнии.
З.Определите закон изменения концентрации носителеЙ заряда от времени в

fiолуIIроволнике р-типа, если после выIUIючения источника меltсзонноЙ генерации
неравновес}Iьгх носителей заряда темп рекомбинации
R:a(np-ngpg),
где a:const, n, р _ неравЕIовесные концен,грацлIи электроноts и дырок соответственно, п0, ро

- равновесные концентрации электрOнов и дырок соответственно.


